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KP 103 IK(IP). KP 103 K(KP), |
KP 103 L(LP), KP 103 M(MP) ~

Herstellerland: UdSSR

Ubersetzung, bearb.

Feldeffekt=Kleinleistungstransistoren

A 13:]

Die Tremsistoren KP 103 E, KP 103 Sh, KP 103 1, KP 103 K, KP 103 L, KP 103 M und KP 103 EF,

KF 103 ShP, EKP 103 1P, KP 103-LFP, KP 103 KP, KP 103 MP sind diffundierte Silizium-Transistoren mit
pn=libergang .vom p-Kenal-Typ.

Sie sind vorgesehen flr den Einsatz in Eingengsatufen von NF-Verstiirkern und Gleichstrom-Verstir-
kern mit hohem Eingangswidersiand sowie in Schalistufen von elektronischen Geridtem fir breite An-
wendung. ' »

Die Pesrung der Trensistoren kann nech folgenden Kennwerten erfolgen: IDSB' 3215- “P'

Bauform
= Varisnte 1 filr KP 103 E = EP 103 M
A #/15-3a nach TGL 11 811 bzw. C 22-2 nach TGL 39 546
(hermetisches Metallgehbuse mit biegsamen Anschlissen)

- Variante 2 fiir KP 103 EP - KP 103 MP
(gemiB Geh#usebezeichnung Bild 1b)
Betriebstemperaturbereich: =55 °C bis +85 °C
Maspe: max.1 g
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Bild 1: Bauform
a) fiir KFP 103 E = KP 103 M
b) IH#KF 103 EF = EF 103 P

Grenzwerte (tgmp = =55 «»» +85 °C)
Wert fiir:
KP 103 E EP 103 3h EP 1031 KP 103 K EP 103 L KP 103 X Mub-
KP 103 EF KP 103 ShP KP 103-1IP KP 103 KP KP 103 LF KF 103 MP| einheit
Summe von
Drain=-Source=
und Drain-Gatas-
Spannung
(Ups+ Ugs)max 15 15 15 15 17 17 v
Drain-Source= = L
5 10 10 12 10 12 10 v
Upsmax
Verlust-
leistung 66
I.'nﬂ | 12 21 38 120 oW
E 12 -]

Die Transistoranschliisse k¥nnen bis zu einem minimalen Abstand von 5 mm (fUr Variante 1) bzw.
von 3 mm (fiir Variente 2) vom Gehluse gelStet werden.
Die Ltung soll bel einer Temperatur von maximal .260 % fir maximsl 3 & erfolgen.
Wenn die Transistoren gepaart eingesetzt werden, sind fir beide die gleichen elektrischen und
thermischen Bedingungen (mit einer Gensuigkeit von = 1,5 °C) einzuhslten.
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Blektrische Kennwerte (tgy, = 25 ¥ 10 %)

MebBbedingungen
Eurz=- Ein- u. U
geichen| min. max, | heit vDS ..,GS IEEES
Vi
Vorwlirtssteilheit !.'21 3 E =10 0 -
KFP 103 E, EKP 103 EP 0,4 2.4 mhk/V
KP 103 8h, KFP 103 ShP 0,5 2,8 mA /Y
KP 103 I, KF 103 IF 0,8 2,6 mA /v
KP 103 K, KP 103 KP 1,0 3,0 | mA/V
KP 103 L, KF 103 1LF 1,8 3,8 mk/V
KP 103 M, KFP 103 ¥F 1,2 4,4 ma /v
Drain=-Source-Kurz- =10 e} -
schluSstrom Toss
KE 103 E, KP 103 BP 0,3 2,5 | m
KF 103 Sh, KP 103 ShP 0,35 3,8 mA
KPF 103 I, KP 103 IP 0,8 1,8 mh
KP 103 K, KP 103 EP 1,0 5:5 mA
KP 103 L, KP 103 LP 1,8 6,6 | mA
KP 103 M, KP 103 MP 3,0 12 mA
Abschniirespannung UP =10 - 10
-
XP 103 E, KP 103 EP 0,4 1,5 v
KP 103 Sh, KP 103 ShP * 0,5 2,2 v
KF 103 I, EP 103 IF 0,8 3 v
KF 103 K, EP 103 KFP 1,4 4 v
KF 103 L, KP 103 LP 2 6 v
KP 103 M, KP 103 MF 2,8 T v
Gate=Reatatrom IGEE - 20 nA 0 10 -
Eingangakapaz] tit Cqy1s - 20 pF =10 (] -
Rilo akal C - 8 =10 0 -
By P 128 > .
Hauschfaktor P - 3 dB =5 0 -
+ o
Pearungskriterien  (fir tg, = 25 % 10 %)
(giltig fir Variante 2)
Furz=- Gruppe Bin- MeBbedingungen
zeichen 1 2 heit Ups Ugs Inss
v v JUA
Relative Differensz
= des DraineSource A Ipgg #10 §20 % =10 o -,
Eurzschlufstromes
- der Vorwirtssteil- L : 10 220 % -10 0 =
heit !
- der Abschniir- AU a5 410 % =10 - 10
spannung
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Die folgenden Kurvendarstellungen sind typische Verliufe und tragen rein informativen Charakter.

Die Angabe der 95 #=Grenzen dient der Verdeutlichung der mbglichen Streubreite (

typiache

Abhingigkelt; - ==-== Grenzen der 95 #=Verteilung).
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Bild 2: Typiache Ausgangskern-
linien fiir
a) KP 103 E, EP 103 EFP
b) KP 103 5h, KF 103 ShP
c) KP 103 I, KP 103 IP
d) EKP 103 K, KP 103 EFP
e) KP 103 L, KP 103 LP
£) KP 103 M, KP 103 MP
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Bild 3: Typische Ubertragungskennlinien 2
a) fur KP 103 E, KP 103 EP
b) fur KP 103 sh, KF 103 ShP
‘c) fur XP 103 I, KP 103 IP
d) fiir XP 103 K, KP 103 KP
e) fir KP 103 L, KP 103 L
) filr KP 103 M, KF 103 MP

dB fa1kHz
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4 f '1:.1”5 . Bild 4: Rauschfaktor in Abhéingigkeit von
Rg-1 Upg 1OV / der Gate-Source=-Spannung ]
a) fir KP 103 E, KP 103 EP
3 - -+ b) fir KP 103 Sh, KP 103 8ShP
/ /5 ¢) fdr KP 103 I, KP 103 IP
/f/f ) d) fir KP 103 K, KF 103 KP
5 : o e) fiir KP 103 L, KP 103 LP
=T £) fir KP 103 M, KP 103 MP
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Bild 5: Reuschfaktor in Abhlingigkeit von der Umgebungs-
temperatur . ;
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